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摘要(译)

一种采用横向电场的有源矩阵寻址LCD装置，该装置提高了透光性和制
造成品率而不必增加制造成本。公共电极线的第一条、像素电位层的第
一层以及中间介电层构成了每个像素的第一存储电容器；同时，公共电
极线的第二条、像素电位层的第二层以及中间介电层构成同一像素的第
二存储电容器。第一像素电位层和第二像素电位层通过相应的透明像素
电极彼此被电连接；因此，由所加电场引起的液晶分子的旋转完全对面
板透光性起作用，防止了可获得的总面板透光性的降低。这就意味着可
获得更高的透光性。为了同样的目的，还可以提供互连电极。
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